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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CET est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus aupres des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

o Bulletin de 1a CEI

@®  Rapport d’activite de la CEI
Publié annuellement

@®  Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, P'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.L peuvent étre obtenus sur demande.

fins de cette publication.

Symboles graphiques et litteraux

— la Publication 27 de la

électrotechniqu
— la Publication ¢4

mandés.

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Full document details: IEC 60148B 1979

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the 1EC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from 1EC
National Committees and from the following 1EC sources:

® I EC Bulletin

@®  Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IECP

approved for the purpose of this publication.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from [ EC Publications 27 or 117, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

The letter symbols for semiconductor devices and integrated
microcircuits are contained in [EC Publication 148.

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other | EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Deuxiéme complément a la Publication 148 (1969)

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques| préparédpar des Comités d’Etudes

intégreés.

Elle constitue le deuxiéme complément 4

résultent de travaux qui ont commenceé a Stockholm (1971) et
573), La Haye (1974), Tokyo (1975), Nice (1976) et Moscou

Espagne Portugal

Etats-Unis d’Amérique Roumanie

Finlande Royaume-Uni

France Suéde

Hongrie Suisse

Isragl Tchécoslovaquie

Italie Turquie

Japon Union des Républiques
Pays-Bas Socialistes Soviétiques
Pologne

Le Comité national frangais a voté contre les symboles des paragraphes 3.1 des chapitres III et VII, contre les symboles des
paragraphes 3.2 des chapitres VII et VIII, contre les symboles en température des paragraphes 3.9 du chapitre II et 3.7 du
chapitre IX, contre les symboles pour les dissipations a I’établissement et 4 la coupure du courant des paragraphes 3.3 des
chapitres VII et VIIL

Le Comité national du Royaume-Uni a voté contre les symboles relatifs au facteur de bruit dans les chapitres I et XII.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Second supplement to Publication 148 (1969)

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted e\National Sommittees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish tha all Natio should adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as pe itions will permit. Any divergence
between the I EC recommendation and the corresponding national rule as as_possible, be clearly indicated in
the latter.

This standard has been prepared by IEC TeChnisal Cofmmittegs No. (47, @ic ddctor Devices and Integrated Circuits.
It constitutes the second supplement to IEC Pyblication\l|48: Letter Synbols for Semiconductor Devices and Integrated

Microcircuits.
The different drafts used as a basis for its prearan K started in Stockholm (1971) and continued during
the meetings held in Munich (19 ice (1976) and Moscow (1977)
Sixteen drafts were circylated to th mittee approval under the Six Months’ Rule in June and July 1974
June 1975, April 1976 and June 1978 Ong draft was.circutated under the Two Months’ Procedure in April 1977.
The following ¢ ¢ publication of all or part of this supplement:
Argentina Germany South Africa (Republic of)
Australia Hungary Spain

Israel Sweden

Italy Switzerland

Japan Turkey

Netherlands Union of Soviet

Poland Socialist Republics
Portugal United Kingdom
Romania United States of America

The French NationabCommittee voted against the symbols in Sub-clauses 3.1 of Chapters ITI and VII, against the symbols
of Sub-clauses 3.2 of Chapters VII and VIII, against the symbols related to temperature of Sub-clauses 3.9 of Chapter II and
3.7 of Chapter IX, against the symbols for turn-on and turn-off dissipations of Sub-clauses 3.3 of Chapters VII and VIIL

The United Kingdom National Committee voted against the symbols for noise factor (noise figure) in Chapters I and XIL
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Deuxiéme complément a la Publication 148 (1969)

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

CHAPITRE I: GENERALITES

Page 24

6.5 Grandeurs diverses

Ajouter le texte suivant:
Facteur de bruit moyen:

Facteur de bruit «unité»:
Rapport de température de bruit:

Ajouter a

<X AV
Wdés' nation Symbole littéral Observations
N
Coeffivient de réflexion d’entrée:
. — enmo émetteur commun S11e OU Sje

— .en montage source commune S11s OU Sis
— en montage base commune S11p OU Sip
— en montage grille commune S11g0U Sig
— en montage collecteur commun $11c OU Sic
— en montage drain commun S11d OU Sig

Coefficient de réflexion de sortie:

— en montage émetteur commun §22¢ OU Sge
— en montage source commune 8225 OU S
— en montage base commune $22b OU S
— en montage grille commune 522 OU Sog
~ en montage collecteur commun $22¢ OU Sic
— en montage drain commun §224 OU Sod
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Second supplement to Publication 148 (1969)

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

CHAPTER I: GENERAL

Page 25

6.5 Sundry quantities
Add the following text:

Average noise figure, average noise factor: E
Spot noise figure, spot noise factor: F
Output noise ratio: N,
Equivalent input noise voltage (of a two-port):
Equivalent input noise current (of a two-port):
Noise temperature:
Reference noise temperature:

CHAPTER

A\

Page 31

3.42 Small-signal pavameters
Add at the en(do\i lause (p 7) the following letter symbols:

S SU
N N
@&Kd ignation Letter symbol Remarks
Input reﬂectw:
— in common-emittéreonfiguration $11e OF Si¢

— in common-source configuration ~ $115 OT Sig
- in common-base configuration $i1b O Sip
— in common-gate configuration $11g OT Sig
— in common-collector configuration Si1c O Sic
— in common-drain configuration S11d OF Sig

Output reflection coefficient:

— in common-emitter configuration §22¢ OF Sge
— in common-source configuration $925 OT Sog
— in common-base configuration 522b OT Sop
— in common-gate configuration 522g OT S
— in common-collector configuration $77¢ OF g
— in common-drain configuration 5224 OT Sod
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